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Т№ образом, задаваясьдопустимымснижением То, можно определить верхнюю допустимую а—

усложнения
элементов ТСС классов 1 и П в виде допустимого числа вводимыхэлементовВСДгр

Используя взаимосвязь между числом дополнительных элементов ВСД на заданной глубине
сализаЦИИ и его параметрами, можно определить число диагностических характеристик, проверка

кторых возлагается на данное ВСД, Т- е. количественнуюсоставляющуюметрологического ресур-
„встроенных средств диагностированиядЛЯ классов 1 и П ИСС ТСС.
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Анализ существующихсхем защиты от перенапряжений устройств автоматики и телемеханики
показывает, что большинство из них выполнены по двухступенчатой схеме. При этом следует от-
метить, что такие схемы грозозащиты не позволяют надежно защитить полупроводниковыеи мик-
ропроцессорныеустройства. Это объясняется как низким быстродействием элементов защиты, так
и высоким уровнем остаточногоперенапряжения на защищаемомобъекте.

При применении нелинейных элементов для защиты цепей от перенапряжений возникает про—
блема отсутствия сопротивления в продольныхветвях схем защиты. Для пояснения существующей
проблемы на рисунке 1 приведенаупрощенная эквивалентная схема защиты от перенапряжений.
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Рисунок 1 — Упрощеннаясхема защиты
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Однако введение в
ПРОдольную

Вг Ь; ветвь схемы защиты сопротивления
приводит к тому, что на этом сопро_тивлении наблюдается падение уров.
ня напряжения полезного сигнала
Для определения оптимального зна.

вот к„ чения включаеМОИ индуктивности# Ег было проведено моделирование с по.
следовательным изменением величи—
ны ее значения. В результате получен
график зависимости напряжения на
защищаемом объекте от величины
индуктивности в продольной цепи
ПН = ](ЬЗ) (рисунок 3).
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Рисунок2 — Включение индуктивностив продольнуюветвь схемы зашиты    ‚...… ..,А-
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Рисунок 3 ‹ Зависимость напряжения на нелинейном элементеот индуктивностив продольной цепи схемы защиты

График зависимости представлендля уровня ограничения (квалификационного напряжения)ва-

ристора 570 В.
“

Анализ полученной зависимости показывает, что с увеличением индуктивности в продольном
ветви схемы защиты напряжение на защищаемомобъекте снижается практически до уровня квали-

фикационного напряжения элемента защиты, а увеличение индуктивностиболее 100 мкГн не вно-

сит существенного снижения уровня перенапряжения на защищаемой цепи. В связи с этим
ЬЗОЖНОсчитать целесообразным установку дополнительного индуктивного элемента величинои 80-

100 мкГн в продольнуюветвь схемы защиты.
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